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１．概要（Summary） 

Etching装置を利用し、Si waferの Dry加工を行う。 

Gas種を SF6へ変更し、初期条件を検証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  

汎用プラズマ処理装置（エッチング装置（神戸製鋼 RIE 

Al用））、マスクレス露光装置 

【実験方法】 

2inch Si waferを用い SF6：40sccm固定とし、圧力、

RF power依存性を確認した。Pattern形成は、マスクレ

ス露光装置を用いた。 

条件は以下の通り： 

（i） 圧力：4-80Pa、RF power：150W 

（ii） 圧力：27Pa、RF power：150-250W 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Etching rateの圧力依存性を Fig.1に、RF power依

存性を Fig.2に示す。圧力：27Pa、RF power：250W条

件にて、Etching rate 1.4μm/minが得られた。 

 

Fig.1 Etching rate of pressure dependence 

 

 

Fig.2 Etching rate of RF power dependence 
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